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Sposéb wytwarzania obrazow
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Frzedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarza-
nia obrazéw przez nakladanie drobnoziarnistego
materialu na podlozu na przyklad papierze, pod
wplywem sit elektrostatycznych.

Znane sg liczne sposoby wytwarzania wiidzialne-
go dotykalnego obrazu otrzymanego z ukiadu
Swiatla i cieni.  Najbardziej rozpowszechnionymi
sposréd tych sposobé6w sg sposoby chemiczne, we-
dlug ktérych kolor S$wiatloczulej substancji che-
micznej zmienia sie pod dzialaniem §wiatla. Jako
przykiady tych sposob6w mozna podaé zwyklg fo-
tografie i powielanie $§wiatlodrukowe. Znane s3
inne sposoby chemiczne, wedlug ktérych $§wiatlo
jest zastosowane do zmiany twardo$ci, przyczep-
no$ci, odpornoSci na dzialanie rozpuszczalnikéw
lub zdolno$ci przyjmowania farby odpowiedniego
materiatu.

Takie sposoby sg szeroko stosowane w grafice
artystycznej i w przemyS§le elekironowym, Weszly
réwniez w uzycie w ostatnich latach metody opar-
te bardziej na whasnoSciach przewodnictwa elek-
trycznego materialéw niz na wlasnoSciach che-
micznych. Warstwe takiego materialu wystawia
sie. na dziatanie ukladu $§wiatta (@ cieni a otrzy-
mane odwzorowanie przewodno$ci elektrycznej zo-
staje wykorzystiane do kierowania selektywnym
przycigganiem lub odpychaniem pewnych rodza-
jow. uwydatniajgcego- si¢ materialu do warstwy
przewodzgcej elekirycznie. Znane s3. réwniez: spo-

soby, w ktérych odwzorowanie przewodnoS$ci jest:
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wykorzystane do kierowania reakcjami elektroche-
micznymi albo do wywolania zmian geometrycz-
nych na powierzchni rozdziatu.

Podane powyzZej znane sposoby wytwarzania
obrazéw zawierajag szereg wad i niedogodnoSci.
Spos6b fotograficznego otrzymania obrazéw jest
pracochlonny i wymaga stosowania kilku réznych
odczynnik6w chemicznych. Wydluza to znacznie
czas otrzymania kopii reprodukowanych dokumen-
tow, @ w pewnych dziedzinach (na przyklad w
lecznictwie i administracji) nie znajduje zastoso-
wania. Sposoby kserograficzne wytwarzania obra-
z6w sa réwniez jeszcze niedoskonate. Oirzymane
odbitki obrazéw o znlacznym zaciemnieniu (na przy-
klad zdjecia nocne) nie majg wlasciwej ostroSci
i kontrastu.

Celem wynalazku jest opracowanie nowego spo-
sobu wytwarzania obrazu, na przyklad reprodu-
kowanych dokumentéw, nfie posiadajgcego wad:
i niedogodno$ci znanych sposobbéw.

Cel ten osiggnieto w sposokie wytwarzania obra-
z0w przez nakladanie drobnoziarnistego materialu
w ksztalcie obrazu na podiozu pod wpiywem sil
elektrostatycznych, ktéry wediug wynalazku cha-
rakteryzuje sie tym, ze wytwarza sie ladunek elek--
trostatyczny na kruchej warstwie podioza, peka-
jacej pod- wplywem sil elektrostatycznych, przy
czym: wspomniana Krucha warstwa umieszczona
jest wewnatrz lub na powierzchni warstwy roz-
miekczalnej nalozonej na podlozu, rozmiekcza sie
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warstwe rozmiekczalng w miejscach utworzonego
obrazu, a ponadto w miejscach warstwy kruchej
nie poddanych silom elektrostatycznym podczas
wytwarzania !adunku elektrostatycznego na tej
warstwie. Ponadto !adunek elektrostatyczny wy-
twarza sie przez réwnomierne ladowanie warstwy
kruchej podloza i poddaniu tej warstwy promie-
niowaniu aktynicznemu, przy czym warstwa kru-
cha jest warstwa $§wiatloczula.

Wedlug wynalazku warstwe §wiattoczulg poddaje
si¢ napromieniowaniu obriazem po jej naladowaniu
lub poddaje sie jednocze$nie ladowaniu i napromie-
niowywaniu obrazem, a ladunek -elektrostatyczny
wytwarza sie przez ladowanie warstwy kruchej w
ksztalcie obrazu, przy czym ladunek ten wytwarza
sie przez ladowanlie poprzez wzornik generatorem
ulotowym lub przez zetkniecie warstwy kruchej ze
Swiattoczula powierzchnig plyty kserograficznej na
ktérej utworzony zostal utajony obraz elektrosta-
tyczny, podczas przykladania napiecia poprzez war-
stwe i powierzchnie Swiattoczuly.

Ponadto wedlug wynalazku warstwe rozmiekczal-
na napromieniowywuje sie promieniowaniem akty-
nicznym w celu kolejnej zmiany przenikalno$ci
warstwy rozmiekczalnej wzgledem wspomnianych
czasteczek, a nastepnie warstwe kruchg laduje sie
réwnomiernie przed zmigkczeniem warstwy roz-
miekczalnej, przy czym warstwe rozmiekczalng roz-
migkcza sie przez poddanie jej dziakaniu par roz-
puszczalnika lub przez podgrzanie, albo przez za-
nurzenie podloza w rozpuszczalniku.

Ponadto wedlug wynalazku powierzchnie kruchej
warstwy Sciera si¢ w celu odstoniecia obrazu utwo-
rzonego z drobnych czasteczek, a cze§é warstwy
kruchej pozostalej w jej poczatkowym stanie po
zmigkeczeniu warstwy rozmiekeczalnej usuwa sie.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kiladzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1
rrzedstawia materiat fotoelektryczny w przekroju
poprzecznym, fig. 2— schematycznie ladowanie elek-
trostatyczne materfialu fotoelektrycznego przedsta-
wionego na fig. 1, fig. 3 — schematycznie operacje
naswietlania materialu fotoelektrycznego. fig. 4 —
operacje wywolywania w widoku schematycznym,
fig. 5 — material fotoelektryczny przedstawiony na
fig. 1 po wywotaniu w przekroju poprzecznym, fig. 6
— fotoelektryczny material kserograficzny w widoku
z boku, fig. 7 — schematycznie powstawanie obrazu
elektrostatycznego na materiale fotoelektrycznym,
fig. 8 — drugi przyklad tworzenia obrazu elektro-
statycznego na materiale fotoelektrycznym, fig. 9 —
wywolywanie obrazu, fig. 10 — rozpuszczanie nie-
pozadanych cze§ci warstw pokrywajacych materiat
fotoelekitryczny, fig. 11 — obraz wytworzony spo-
sobem wedlug niniejszego wynalazku w przekroju
poprzecznym, fig. 12 — na$wietlenie selektywne
warstwy rozmigkczalnej promieniowaniem pozafio-
letowym, fig. 13 — nakladanie mieszaniny no$ni-
kéw i czgstek na powierzchnie rozmiekczalnej war-
stwy i fig. 14 przedstawia nakladanie jednorodnego
ladunku ' elektrostatycznego na materiat fotoelek-
tryczny. ' .

Jak przedstawiono na fig. 1 fotoelektryczny ma-
terial kserograficzny w postaci ptyty 10 stosowany
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w sposobie wedlug wynalazku zawiera podloze 11,
na ktérym nalozona jest cienka rozpuszczalna war-
stwia 12, na ktérej z kolei znajduje sie cienka kru-
cha warstwa 13 z materalu fotoelektrycznego.
Zgodnie z wynalazkiem pierwszg operacjag wy-
twarzania obrazu jest elektiryczne natadowanie
plyty 10 w ciemnoSci. Moze byé to dokonane dowol-
rym znanym sposobem stosowanym na przykilad w
kserografii. Przykladowo jak pokazano na fig. 2,
nad powierzchnig plyty 10, przesuwa sie urzadzenie
do wyladowania ulotowego, ktérego zrodto zasilania
15 wytwarza wysoki potencjat rzedu od 6000 do
10 000 woltéw. Na kruchej warstwie 13 wytwarza
sie przykladowo potencjal okolo 60—100 woltow.
Jezeli stosuje sie plyte o podlozu nieprzewo-
dzacym, nalezy ja zetkngé na chwile z elementem
przewodzgcym dla naladowania omawiang metoda.
Mozna stosowaé réwniez inne znane w kserografii
sposoby ladowania ptyt kserograficznych na podlozu
izolacyjnym. Na przyklad ptyta 10 moze byé prze-
mieszczona miedzy elektrodami wyladowania ulo-
towego przylaczonymi do potencjaléw przeciwnego
znaku c¢la wywolania pozgdanego naladowania.
Nastepng operacja wytwarzania obrazu jest na-
Swietlanie plyty 10 obrazem $§wiatla i cieni. Na-
Swietlania dokonuje si¢ w kamerze jak przedsta-

wiono na fig. 3. Czasy na$wietlania sg poréwny- -

walne z czasami stosowanymi w kserografii dla
rozladowania grubych warstw o przewodnosci fo-
toelektrycznej. W kamerze 16 umieszczony jest ory-
ginal 17, ktory jest oSwietlony lampami 18 i rzu-
towany przez soczewke 19 na plyte 10. Mogg byé
réwniez stosowane inne rodzaje kamer, wlgcznie
z kamerg do zdje¢é migawkowych. Mozna stosowaé
réwniez inne sposoby na$wietlania, na przyktad na-
Swietlanie stykowe. Lampy 18 powinny wysytaé
promienie o takiej dlugosci fali, na jakg jest uczu-
lona wharstwa 13. Mozna réwniez stosowaé zwykle
zar6wki z kazdym niemal przewodnikiem fotoelek-
trycznym jak réwniez promienie rentgenowskie
albo zwigzki natadowanych czgstek.

W celu wyjasnienia wynalazku, ladunki elek-
tryczne na powierzchni przedstawiono na warstwie
Swiatloczulej 13 w miejscach nas$wietlonych. Cho-
ciaz takie przedstawienie jest umowne, pomaga jed-
nak w zrozumieniu niniejszego wynalazku, ze la-
dunki elektryczne sa mocniej zwigzane z naswiet-
lonymi miejscami warstwy 13.

Wywotanie obrazu wedlug niniejszego wynalazku
polega na zmiekczeniu warstwy z tworzywa sztucz-
nego 12 przez zastosowanie ciepla lub rozpuszczal-
nika dla umozliwienia selektywnego przenikania
materialu S§wiattoczulego dla utworzenia obrazu na
powierzchni podloza odpowiednio do obrazu §wietl-
nego, jaki zostat rzucony na naladowlang plyte.

Jak przedstawiono na fig. 4 wywolywanie obrazu
polega na zanurzeniu piyty 10 w pojemniku 20 za-
wierajgcym plynny rozpuszczalnik 21. Zadaniem
rozpuszczalnika jest rozpuszczenie warstwy 12 w
miejscach uprzednio niena$wietlonych i spowodo-
wanie wyplukania warstwy 13. W miejscach na-
Swietlonych warstwa 13 nie zostaje jednak wyptu-
kana, lecz przylega do podioza 11, ktére moze byé¢
wyjete z pojemnika 20 wraz z umieszczonym na
nim obrazem. Obraz wywolany jest przedstawiony

&
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schematycznie na fig. 5. Caly proces wywotywania
zwykle nie zajmuje wiecej czasu niz 1 sekunde
i daje obrazy wykazujgce zaré6wno doskonalg ciggla
reprodukcje tonu jak i zdolno$é rozdzielcza z nad-
miarem 200 par linii na 1 milimetr. Poniewaz roz-
puszczalnik nie rozpuszcza czgstek Swiatloczulych.
rlyta 10 moze byé zanurzona w rozpuszczalniku
rrzez czas nieograniczony bez szkody dla jako$ci
okrazow. Tak wiec czas wywolywania nie ma de-
cydujgcego znaczenia. -

Przyczepno§é naswietlonych miejsc warstwy 13
do podioza 11 moze byé réwniez uzyskana dziata-
niem par rozpuszczalnika na piyte na$§wietlong dla
zmiekczenia warstwy 12. Podobne wyniki otrzyma-
no przez rozmiekczenie warstwy 12 dzialaniem cie-
pla. Chociaz warstwa 12 i niena$wietlone miejsca
wearstwy 13 nie zostaly przez to wyptukane, to jed-
nakze obraz wytworzony moze byé uwidoczniony za
pomocg specjalnej itechniki ujawniajacej, polega-
jacej na przyklad na skupianiu na ekranie §wia-
tta odbitego od piyty. Ponadto rozpuszczalnik moze
by¢é w kazdej chwili zastosowany do piyt wywo-
tamaj parami rozpuszczalnika lub cieplem i wéwecezas
ukazuje sie wywolany obraz jak na fig. 5. W zwiaz-
ku z tym nalezy jeszcze zaznaczyé, Ze rozpuszczal-
nik zastosowany do plyty wywolanej parami lub
cieplem nie musi byé materialem izolacyjnym,
mo’na bowiem stosowaé ciecze przewodzgce prad
elektryczny.

Stwierdzono réwniez, zZe nienas$wietlone miejsca
warstwy 13 plyity obrobionej parami rozpuszczalni-
ka lub cieplem mogg by¢ usuniete przez Scieranie
dla uwydatnienia wyraznie czytelnego obrazu lub
tez miejsca te moga byé odbite adhezyjnie dla
otrzymania uzupeiniajgcych sie obriazéw rozytywo-
wych i negatywowych.

Mechanizm zjawiska wystepujacego w omawia-
nych przykiladach wynalazku nie jest calkowicie
jasny. Przypuszcza sie; ze zastosowanie cieklego
rozpuszczalnika do miejsc nienaswietlonych powo-
duje po prostu rozpuszczenie warstwy 12, a cienka
warstwa Swiattoczula 13, ktora jest w ten spos6b
pozkawiona wszelkiego oparcia mechanicznego,
kruszy sie na wyplukiwane w rozpuszczalniku
czgstki o wymiarach mikronowych i submikrono-
wych.

W miejscach naswietlonych natomiast, jak sie
wydaje, obecno§é mocniej zwigzanego tadunku po-
woduje selektywng wedréwke czastek przez war-
stwe rozpuszczalng 12 do podloza 11 z chwilg roz-
miekczenia warstwy 12. Skoro tylko drobne czastki
przewodnika fotoelektrycznego przenikng do pod-
toza 11, to, wydaje sie, ze sa one utrzymywane na
nim dzialaniem sil powierzchniowych lub elektro-
statycznych i przeciwstawiajg sie wyplukaniu przez
rozpuszczalnik. Przypuszcza  sie natomiast, ze w
miejscach nienas$wietlonych material $wiattoczuly
zostaje wyplukany zanim uzyska mczliwo$é bliz-
szego zetkniecia sie z podiozem 11.

Warstwa 13 musi umozliwiaé rozpuszczalnikowi
przenikniecia do warstwy 12 w celu jej rozpusz-
czenia. Zwykle pod tym wzgledem nie ma trudnosci
w przypadku blon o grubo$ci submikronowej. Po-
nadto warstwa 12 nie powinna mieé znaczniejszej
spoisto$el mechanicznej, aby ulegla pokruszeniu n2
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drobne czastki gdy poloZona nizej rozpuszczalna

warstwa jest wyplukiwana.

Warstwa 13 plytki 10 powinna zawieraé materiat,
ktory moze byé ladowany elektrostatycznie w ciem-
noéci i jest §wiatloczuly w tym znaczeniu, Ze po
naladowaniu reaguje na promieniowanie aktywnie,
wskutek czego szybko wedruje do podloza po roz-
miekczeniu warstwy 12.

Grubo$é warstwy 12 nie ma zbyt wielkiego zna-
czenia. Poniewaz jednak wymagane napigcie tado-
wania jest tym wieksze im grubsze sg warstwy,
grubsze warstwy sa mniej korzystne w celu uzys-
kania minimum Kkosztéw i trudno$ci. Z drugiej
strony bardzo cienkie warstwy sg trudne do ufor-
mowania z zachowaniem odpowiedniego stopnia
réwnomiernoéci. Stwierdzono, ze na ogét odpowied-
nig gruboscig warstwy 12 sa3 dwa mikrony.

Jak podano wyzej, rozpuszczalnik uzyty wedlug
wynalazku powinien byé rozpuszezalnikiem dla
warstwy 12, lecz nie dla warstwy 13. Rozpuszczal-
nik powinien mieé do§é znaczng opornosé elek-
tryczng, aby czastki §wiatloczule nie mogly stracié
swego ladunku zanim dojdg do podloza 11. Inne
wlasno$ci, jak na przyktad: koszt, lotno$¢, wtas-
nosci trujace i latwopalno§é moga decydowaé o wy-
borze rozpuszczalnika ale nie wywieraja bezpoSred-
niego wplywu na wykonywanie wynalazku. Odpo-
wiednie rozpuszczalniki sa to na przyklad: cyklo-
heksan, pentan, heptan, toluen, tréjchloroetylen itd.
Fozadane jest wprowadzenie niewielkiej iloSci roz-
puszezalnego materialu tworzacego bione aby odpo-
wiednio utrwalié §wiatloczule czastki na podlozu
po wywolaniu. Najlepiej jezeli materialem tworza-
cym blone jest po prostu niewielka ilo§¢ materialu
tworzacego warstwe rozpuszczalng 12.

Wielko$é ladunku elektrostatycznego zastosowa-
nego wedlug wynalazku odpowiada na ogél zakre-
sowi okolo 20—120 woltéw. Zakres ten jest odpo-
wiedni dla plyt majgcych warstwy rozmiekczalne
o korzystnej grubo$ci (w przyblizeniu 2 mikrony) i,
jak juz zaznaczono, ladunek nalozony na grubsze
warstwy powinien byé wiekszy. Jezeli ptyta 10 jest
naladowana do potencjalu wyzszego niz potencjal
podany wyzej, to §wiatloczule materiaty beda przy-
legaly do podloza w ogole, lecz nieselektywnie, po
wywolaniu rozpuszczalnikiem.

W ponizej podanych przykladach opisano istote
wynalazku, przy czym przykladowy sposéb wytwa-
rzania obrazu podany jest w dalszej czeSci opisu
sposobu wedlug wynalazku, nie stanowigc istoty
wynalazku.

Przyklad I Piyta 10, przedstawiona na fig. 1,
zawiera warstwe 12 Staybelite Ester 10 osadzong
na podlozu 11 z blony poliestrowej Mylar majgcej
cienkie przezroczyste pokrycie aluminiowe. Nia war-
stwe 12 umieszczona jest warstwa selenu o grubosci
w przyklizeniu 0,2 mikrony. Plyte 10 laduje sie
elektrostatycznie w ciemno$ci do potencjatu dodat-
niego okolo 60 woltow za pomoca urzadzenia do
wyladowania ulotowego (fig. 2). Naladowang plyte
n:=$wietla sie obrazem optycznym o energii w na-
s$wietlonych miejscach 1,51 X 10” foton/cm2 za po-
mo:-g #rodia §wiatla o 4000 jednostkach Angstrom
i nastepnie zanurza si¢ w cykloheksanie na okolo
2 sekundy, po czym plyte te wyjmuje sie. W ten




R
spos6b otrzymuje sie wierne odbicie obrazu optycz-
nego. :

Przyklad II. Piyte 10 zawierajagcg warstwe
o grubosci 0,2 mikronéw bezpostaciowego selenu na
warstwie o grubos$ci 2 mikrony Piccotex 100, nalo-
Yonej na aluminiowg warstwe Mylar laduje sie
przez przewalcowanie jej po plycie mosigznej po-
krytej warstwg plynu silikonowego Dow Corning 200
o wartosci 0,65 stopni centistoksa, przy czym mie-
dzy plyts 10 i ptyta mosiezng dla elektrostatycznego
natadowania plyty 10 przyklada sie napiecie wyno-
szgce okolo 40 woltéw. Nastepnie ptyte naswietla sie
i- wywoluje jak w przykladzie I.

Przyktad III. Pilyte 10 zawierajacag warstwe
z czerwieni Watchung Red B o wymiarze czgstek
w przyblizeniu 2 mikrony na powierzchni warstwy
dwumikronowej Staybelite Ester 10, lezacej na alu-
miniowej warstwie Mylar laduje sie elektrostatycz-
nie do potencjalu okolo — 30 woltébw za pomoca
wyladowanego urzgdzenia ulotowego i naladowang
plyte naswietla sie obrazem optycznym, z zacho-
waniem wartoSci okolo 200 stopo-§wieco-sekund
w miejscach naswietlonych, za pomocg lampy
mikroskopowej zawierajacej 22 watowag lampe
wolframowa i slaby filtr niebieski. Plyte wywoduje
sie przez zanurzenie w fluoryzowanym weglowo-
dorze Freon 113 na przeciagg czasu koto 1 sekundy
i nastepnie wyjmuje sie.

Przyklady IV—IX. Plyte 10, ktéra zawiera
zamiast czerwieni Watchung Red B (jak podano
w przykladzie III) warstwe z materiatéw podanych
ponizej laduje si¢ do warto$ci ladowania i naswie-
tlania podanych ponizej.

28
o 9
3 £% |38
3 Materia} S |27
g -
R =8 |8 g%
] O T 9
A A AR
IV | Czerwient Monastrol Red B
(E. I. du Pont) —120V| 180
v Indygo handlowe — 60V | 200
VI | Zélcien Yellow X-227
(Hercules Powder Co) ~+ 20V/| 400
VII (Siarczyn kadmu )
(General Electric Company) |— 20V| 400
VIII | N-2”-pirydylo-8,13-dwuokso-
-dwunafto-(1,2-2’,3’)-furano-
~6-karboksamid — 30V| 300
X 1-cyjano-2,3-(3’-nitro)-ftalo-
ilo-7,8-benzopirrokolina -—— 30 V| 300

Przyktad X. Plyte opisang w przykladzie I
laduje sie elektrostatycznie do potencjalu ujem-
nego okoto 50 woltéw. Dalsze czynnoSci sa takie
same jak w przykladzie I.

Przyklad XI. Wykonuje sie¢ te same czyn-
noéci jak w przykladzie II, z ta r6znica, ze piyte
jednocze$nie ¥aduje sie i wySwietla obrazem op-
tycznym przez podloze przezroczyste.

. .Przyklad sposobu wedlug wynalazku pokazany
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jest schematycznie na fig. 7—10. Na warstwie 31
plyty 30 odwzorowuje sie uklad tadunkoéw elektro-
statycznych odpowiadajacy obrazowi, a nastepnie
zmiekcza sie warstwe 32, aby umozliwi¢ selektyw-
ng wedréwke czastek warstwy 31 na powierzchnie
podloza 33." Mozna z korzyéciq dla licznych zasto-
sowan usungé warstwe 82 i niena$wietlone czeSci
warstwy 31 po zabiegu wywolywania, wskutek
czego obraz 36 pozostaje na powierzchni podloza
33, jak pokazano na fig. 11.

Formowanie obrazu elektrostatycznego na war-
stwie 31 jest pokazane schematycznie na fig. 7.
Uklad powierzchniowych ladunkéw elektrostatycz-
nych naklada sie poprzez wzornik 37 za pomoca
urzadzenia do wyladowania ulotowego 38. Dla
przykladu podano, Ze urzadzenie ulotowe 38 jest
tadowane do wysokiego potencjalu w stosunku do
podioza 33 za pomoca Zrédia zasilania 39, przy
czym porusza sie kilka nazy tam i z powrotem w
tak bliskiej odleglo$ci od warstwy 31, Zeby na-
stapilo nalozenie ladunku. Konfiguracja obrazu
elektrostatycznego utworzona na warstwie 31 jest
okreS$lona przez otwory we wzorniku 37, jak na
przyklad wykréj w ksztalcie duzej litery X ozna-
czony liczbg 41.

Na fig. 8 pokazany jest inny spos6b formowa-
nia obrazu elektrostatycznego. Wedlug tego spo-
sobu plyta kserograficzna 50 zawierajgca podlo-
ze 51 i warstwe przewodzacg fotoelektrycznie 52,
na ktérej uformowany zostal obraz elektrostatycz-
ny zwykly technika kserograficzna, jest doprowa-
dzona do bezpoSredniego zetkniecia z warstwa 31,
podczas gdy zasadniczo r6wnomierny tadunek elek-
trostatyczny zostaje natozony na podloze 51 za po-
mocg urzadzenia ulotowego 48 polgczonego ze Zr6d-
lem zasilania 49. Biegunowo$é ladunku elektrosta-
tycznego natozonego przez urzadzenie ulotowe 48
moze by¢ taka sama lub przeciwna wzgledem uta-
jonego obrazu elektrostatycznego na powierzchni
piyty kserograficznej 50. Jest to zalezne od tego,
czy na powierzchni podloza 33 ma byé uformo-
wany obraz negatywowy  czy tez pozytywowy
(w znaczeniu fotograficznym).

Moga byé réwniez stosowane inne sposoby wy-
twarzania ukladu ladunkéw elektrostatycznych na
warstwie 31 piyty 30. Na przyklad w bezpoSred-
niej bliskoSci warstwy 31 moze byé umieszczona
uksztaltowana elektroda zasilana nastepnie wyso-
kim napieciem w stosunku do podioza 33.

Uklad tadunku moze byé uformowany réwniez
Za pomoca wigzki elektronéw o malej energii. Mo-
g3 byé zastosowane jeszcze inne metody znane
z techniki kserograficznej. Po uformowaniu obra-
zu elektrostatycznego na warstwie 31 rozmiekcza
sie warstwe 32 w spos6b juz wyjaSniony dla umo-
zliwienia selektywnej wedrowki czastek warstwy
31 do powierzchni podloza 33.

Fig. 9 przedstawia wywolywanie obrazu roz-
puszczalnikiem warstwy 382. Jak ‘pokazano na ry-
sunku. pary rozpuszczalnika 53 ze zbiornika 52
sg doprowadzone do ‘plyty 30 zachowujacej obraz
elektrostatyczny. Wskutek -tego, jak stwierdzono,
naladowane czgstki warstwy 31 przylegaja do po-
wierzchni podloza 38.. Dopéki rozpuszczalnik nie
rozpuszcza materialu ~warstwy ‘33 plyta®30 moie



byé wystawiona na dzialanie pary rozpuszczalnika
przez nieograniczony przecigg czasu bez szkody dla
jakoSci - obrazu. Z tego wzgledu czas wywolywa-
nia nie ma decydujacego znaczenia.

W tym stanie procesu reprodukcji, czastki war-
stawy 31 pozostaja na powierzchni warstwy 32
a inne czastki, ktére przewedrowaly selektywnie,
spoczywaja na powierzchni podloza. Jednak ponie-
waz warstwa 32 jest do§é cienka, otrzymany obraz,
chociaz przydatny w niektérych zastosowaniach,
nie jest latwo czytelny bez specjalnych urzadzeh
uwydatniajagcych. Wobec tego zwykle jest pozada-
ne usuniecie niena$wietlonych czeSci warstwy 32
wraz z tworzywem sztucznym tej warstwy 32. Moz~
na tego dokonaé na przyklad przez Scieranie nie-
potrzebnego materiatu albo najlepiej przez zanu-
rzenie plyty w piynnym rozpuszczalniku dla war-
stwy 12, jak pokazano na fig. 10.

Fig. 10 przedstawia piyte 10 zanurzong w roz-
puszczalniku 56 umieszczonym w wannie 57. War-
stwa 32 zostaje rozpuszczona, a nienaswietlone
czesci warstwy 31 pozbawione mechanicznej wiezi,
rozpraszaja sie w cieczy pozostawiajac tylko prze-
mieszczone czastki warstwy 31 na powierzchni pod-
loza w postaci obrazu.

Nalezy zaznaczyé, ze obraz elektrostatyczny
utworzony na warstwie 31 moze byé wywolany
przez bezpoSrednie zanurzenie plyty, zachowuja-
cej utajony obraz, w plynnym rozpuszczalniku jak
wyjasniono w zwigzku z fig. 4. Jednak plynny roz-
puszczalnik powinien by¢é woéwcezas wystarczajacym
izolatorem elektrycznym, aby umozliwié przewedro-
wanie naladowanych czastek warstwy 11, do po-
wierzchni podloza 33 zanim ladunek zostanie roz-
proszony w cieczy. Jezeli jednak zastosowano wy-
wolywanie w parze, ktére poprzedza zanurzenie
w cieczy, to ciecz nie musi byé izolacyjna. Ponie-
waz wedrowka miala miejsce przed zanurzeniem,
wyplukiwanie niepotrzebnych materiatéw za po-
moca cieczy przewodzacej nie niszczy obrazu.

Uzyty rozpuszczalnik powinien byé rozpuszczal-
nikiem warstwy 32, lecz nie warstw 31 lub 33. Po-
winien on mieé wilasno§ci juz omoéwione wyzej
i moze zawieraé wymienione wyzej materialy.

Fig. 11 przedstawia schematycznie wywolany
obraz wedlug niniejszej odmiany wynalazku po
usunieciu warstwy 32 i niepotrzebnych czeSci war-
stwy 31. W ten sposOb przemieszczone czastki
warstwy 31, oznaczone liczbg 31°, pozostaja na po-
wierzchni podloza 33, jak pokazano na rysunku.

Oméwiony sposéb jest objasniony na przykla-
dach nastepujacych:

Przyklad XII. Na plyte 30 wykonang przez
nawalcowanie arkusza aluminiowego Mylar blony
poliestrowej warstwg Piccotex 100 o grubo$ci okoto
2 mikrony z nalozona mieszaning rozproszonych
pneumatycznie czastek grafitowych i kulek szkla-
nych o Srednicy 50 mikronéw na powierzchni war-
stwy zywicy dla utworzenia warstwy 13 (fig. 1)
o gruboSci w przyblizeniu 1 mikron, jest naklada-
ny obraz elektrostatyczny za pomocy urzadzenia
do wyladowania ulotowego i wzornika jak przed-
stawiono na fig. 7. Powierzchnie obrazu sg ladowa-
ne dodatnio do okolo 60 woltéw. Plyta zachowu-
jaca obraz utajony jest traktowana nastepnie pa-
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rami cykloheksanu, wskutek czego nastepuje we-
dréwka naladowanych cze§ci powierzchni warstwy
33 do powierzchni blony poliestrowej. Nienaswiet-
lone cze$ci warstwy 33 oraz warstwe Piccotex 100
usuwa si¢ przez zanurzenie wywolanej plyty w
plynnym cykloheksanie na przeciag okolo 10 se-
kund. W wyniku otrzymuje si¢ wierne widoczne
odtworzenie obrazu elektrostatycznego.

Przyklady ZXIII—XVI. Czynno$ci wedlug
przykladu XII byly wykonane z serig plyt, na kt6-
re nakladano obrazy elektrostatyczne za pomocg
2, 20, 40 i 160 woltéw zamiast 60 woltéw jak w
przykladzie XII. Otrzymane wierne, widoczne od-
bicia obrazu elektrostatycznego.

Przyklady XVII—XXXIII. Na serii 17 plyt
zawierajacych wielokrotnie narzucone mieszaniny
czastek grafitowych (jak w przykladzie XII) i ku-
lek szklanych o §rednicy 50 mikronéw na powierz-
chnie dwumikronowej warstwy Staybelite 10 le-
zacej na aluminowanej blonie poliestrowej Mylar
uformowano obraz elektrostatyczny za pomocg
urzadzenia do wyladowania ulotowego i wzornika
(jak przedstawiono na fig. 7), po czym plyty byly
wywolane przez zanurzenie w piynnych rozpusz-
czalnikach dla otrzymania wiernego odbicia, przy
czym warunki byly nastepujace:

Potencjat przylozony Rozpuszczalnik
+ 40 Rozpuszcezalnik bezwonny
Sohio 3440
+ 60 ” '
+ 90 " »
+ 110 ” »
+ 180 ' "
+ 40 cykloheksan
+ 50 ,
+ 60 "
+ 170 "
+ 80 "
+ 100 ’
+ 60 freon 113
-+ 150 »
— 40 Rozpuszczalnik bezwonny
Sohio 3440
— 50 cykloheksan
— 180 »
— 300 ”

Wykonywano réwniez spos6b reprodukcji obrazéw
przy uzyciu materiatéw i warto§ci podanych w
tablicy I. W kazdym przykladzie podloze zawieralo
aluminowany Mylar, na ktérym byla nawalcowa-
na warstwa 32, Warstwa 31 byla uformowana spo-
sobem narzucania opisanym wyzej. Wywolywanie
przeprowadzano przez zanurzenie w piynnym roz-
puszczalniku. Uzyte czastki granatu mialy Srednig
§rednice okolo 5 mikrondéw.
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Tablica I
Po'gen- R
Warstwa 11 |Warstwa 12| clat 0Zpusz-
przylo- czalnik
zony
Czern weglo-
wa Neo Spe-
stra
(Columbien
Carbou Co.) Piecotex
100 + 180 cyklo-
heksan
” ) + 160 freon 113
i) Staybellte
10 + 160 | cyklo-
heksan
» » -+ 160 | freon 113
granalt 9 + 7 Cyklo-
heksan
» » + 30 ”»
”» bE] + 80 »
” ” + 95 ”»
” 9 + 250 2
» o + 140 | freon 113
» » — 260 | rozpusz-
czalnik
bezwonny
Sohio 2440
’ 'Piccolex
100 — 6 cyklo-
heksan
” ’ « + 30 »
” “ + 40 2
" ” —125 .
» » + 70 | freon 113
{lenek zelaza Staybelite
10 + 90 cyklo-
heksan

Tak wiec wielko§é napiecia obrazu elektrosta-
tycznego nalozonego na plyte no$ng obrazéw nie
ma znaczenia decydujacego o ile jest wyzsza od
progu wywolywania wedrowki czastek w uzytej
mieszaninie materialéw., W praktyce jednak ko-
rz-ctna wielko§¢ napiecia obrazu elektrostatycz-
n=go jeut znacznie wyzsza od warto$ci progowej.
Na o026l najlepiej stosowaé potencjal co najmniej
ckclo 2} woltéw aby zapewnié otrzymanie obra-
z6w wysokiej jako$ci. Ponizej tej wartoSci obniza
sie kontrastowo§é obrazu, ale tym nie mniej otrzy-
muje sie zadowalajgce wyniki.

Wedlug innej cechy wynalazku wedréwke cza-
sitek reguluje sie przez odpowiednia, zaleing od
obrazu przemiane rozmigkczalnej warstwy przed
opisanym wyzej zabiegiem wywolywania. Ten spo-
s6b zapobiega. formowaniu obrazu elektrostatycz-
refo i zamiast tego pozwala na uzycie zasadniczc
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rownomiernege ladunku dla wywierania sit elek-
trycznych wymaganych dla wedréwki czastki. Po-
zwala on réwniez na uzycie elektirycznie przewo-
dzacych czastek bez wzgledu na przewodnictwo
boczne warstwy 11.

Na fig. 12 przedstawiono przemiane rozmiekczal-
nej warstwy za pomocg promieniowania pozafio-
letowego. Tak wiec na przyklad warstwe 33 Staybe-
lite 10 (o gruboSci 2 mikrony) na aluminowanym
podiozu Mylar 33 na$wietla sie w przeciggu kilku
minut przez wzornik 41 aby otrzymaé uklad obra-
zu promieniowania nadfioletowego z lampy 42.

Nastepnie formuje sie warstwe 31 na warstwie
32 przez narzucanie mieszaniny 61 mialko roz-
drobnionego itlenku cynku lub innych uwydatnia-
jacych sie czastek i kuleczek szklanych typu od-
powiedniego do zastosowania jako noénik ksero-
graficzny, jak przedstawiono schematycznie na
fig. 13. Otrzymana w ten spos6b struktura tréj-
warstwowa jest gotowa do zabiegbw ladowania
i wywoltywania dla otrzymania widzialnego obrazu.

W zalezno$ci od specjalnych materialéw uzytych
w konstrrkeji plyty mozna stosowaé inne postacie
promieniowania aktynicznego (przed alko po ufor-
mowaniu warstwy 31) dla selektywnej przemiany
zcolnoSci warstwy 32 co przepuszczania wedrujg-
cych czagstek. Metodami nadajacymi sie do tego celu
sa: cbrébka promierfiami Rentgena, obrdbka pro-
mieniami beta, obrébka promisniami gamma i bom-
bardowanie elektronami o wysokim poziomie
energii.

Jak przedstawiono na fig. 4 na warstwe 13 moz-
na ralozyé w zasadzie réwnomierny ladunek elek-
trostatyczny przez przemieszczanie urzgdzenia do
wyladowania uloctowego 38 pobudzonego ze %rédla
wysokiego napiecia 39. Urzadzenie ulotowe daje
najlepiej potencjal co najmniej okolo 20 woltow
na warstwie 31 w odniesieniu do podloza 33, aby
otrzymaé obrazy wysokiej jakosSci, zwlaszecza pod
wzgledem kontrastu. Proces reprodukcji moze byé
jednak wykonywany réwniez przy znacznie niz-
szych napieciach, jak podano w poprzednich przy-
kladach. Naladowana plyta moze byé nastepnie
wywolywana, jsk opisano w zwigzku z fig. 9 i 10.

Fowryzszy opis jest podany jedynie dla celow
wyjeénienia i poparcia przykladami wynalazku
i nie moze stanowié ograniczenia wynalazku okre-
Slonego w zalgczonych zastrzezeniach. )

Zastrzezenia patentowe

1. Sposob wyltwarzania cbrazéw przez naklada-
rie droknoziarnistecgo materialu w ksztalcie obrazu
na podlozu pod wplywem sit elektrostatycznych,
znamienny tym, ze wytwarza sie ladunek elektro-
statyczny na kruchej warstwie (13, 31) podloza,
pekajagcej pod wplywem sit elektrostatycznych,
przy czym wspomniana krucha warstwa (13, 31)
umieszczona jest wewnatrz lub na powierzchni
warstwy rozmiekczalnej (12, 32) nalozonej na pod-
lozu, rozmickcza sie¢ warstwe rozmigkczalng (12,
32) w.miejscach utworzonego obrazu a ponadto w
miejscach warstwy kruchej nie poddanych silom
elektrostatycznym podczas wytwarzania tadunku
elcktrostatycznego na tej warstwie.
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2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny {ym, e
tadunek elektrostatyczny wytwarza sie przez row-
nomierne ladowanie warstwy kruchej (13, 31) pod-
loza i poddaniu tej warstwy promieniowaniu akty-
nicznemu, przy czym warstwa krucha (13, 31) jest
warstwa Swiatloczulg.

3. Spos6b wedlug zastrz. 2, znamienny tym, ZzZe
warstwe $wiatloczulg (13) poddaje sie napromie-
niowaniu obrazem po jej natadowaniu.

4, Spos6b wedlug zastrz. 2, znamienny tym, ze
warstwe Swiatloczulg (13) poddaje sie jednocze$nie
tadowaniu i napromieniowywaniu obrazem.

5. Sros6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Zze
tadunek elektrostatyczny wytwarza sie przez la-
Cowanie warstwy kruchej (13, 31) w ksztalcie
cbrazu.

6. Sposdb wedlug zastrz. 5, znamienny tym, Zze
tadunek elektrostatyczny wytwarza sie przez la-
dowanie warstwy kruchej (13, 31) podloza poprzez
wzornik (37) generatorem ulctowym (38).

7. Sposéb wedlug zastrz. 5, znamienny tym, ze
tadunek elektrostatyczny wytwarza sie przez zet-
kniecie warstwy kruchej (13, 31) ze Swiatloczulg
rowierzchnig (52) plyty kserograficznej na ktoérej
utworzony zostal utajony obraz elektrostatyczny,
podczas przykladania napiecia poprzez warstwe (13,
31) i powierzchnie $wiatloczulg (52).
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8. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze
warstwe rozmiekczalng (12, 32) napromieniowywuje
sie¢ promieniowaniem aktynicznym w celu kolej-
nej zmiany przenikalnoSci warstwy rozmiekczal-
nej (12, 32) wzgledem wspomnianych czgsteczek
a nastepnie warstwe kruchg (13, 31) taduje sie row-
nomiernie przed zmiekczeniem warstwy rozmiek-
czalnej (12, 32).

9. Spos6b wedlug zastrz. 1—8, znamienny tym, ze
warstwe rozmiekczalng (12, 32) rozmigkcza sie
przez poddanie jej dzialaniu par rozpuszczalnika (53).

10. Spos6b wedlug zastrz. 1—8, znamienny tym,
ze warstwe rozmiekczalng (12, 32) rozmiekcza sie
przez podgrzanie.

11. Spos6b wedlug zastrz. 1—8, znamienny {ym,
ze warstwe rozmiekczalng (12. 32) rozmigkcza sie
przez zanurzenie w rozpuszczalniku (56) podloza
(30).

12. Spos6b wedlug zastrz. 1—10, znamienny tym,
ze powierzchnie kruchej warstwy (13, 31) Sciera
sie w celu odslonigcia obrazu (31) utworzonego
z drobnych czasteczek.

13. Sposob wedlug zastrz. 1—10, znamienny tym,
ze cze$é¢ warstwy kruchej (13, 31) pozostalej w jej
poczatkowym stanie po zmiekczeniu warstwy roz-
miekezalnej (12, 32) usuwa sie.
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